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(57) Abstract: The invention relates to the production of isolating trenches in SOI semiconductor wafers, which eliminates pro- 
truding coverings of the isolating trenches, provided in the form of a method for producing a process wafer for switching circuits 
in which low-voltage elements and high-voltage elements are integrated. Chip areas (6, 7) of different potentials are separated from 
one another by dielectrically isolating regions (T). After producing two vertical isolating layers (4a, 4b) and a horizontal isolating 
layer (4a, 4b), the following is carried out: Filling the separating trench with a filling substance (5) down to a lowest depression (5c) 
of a filling substance layer (5', 5 ), this layer being formed on the surface, whereby the top surface of said filling substance layer 
is higher than the planar surface formed by the isolating layers (4); effecting a first planarizing of the filling substance layer (5); 
removing a portion of the filling substance located in the trench interior (h7); removing a portion of the isolating layers (4a, 4b, 4a, 
4b) and; over-removing a portion of the filling layer (5*) in order to obtain an even height level (hlO) of the layers (4; 4a, 4b; 5) in 
the separating trench; depositing a covering layer that projects above the level of the planar surface (F) and extends downward to the 
approximately even height level in the trench, and; additional planarizing of the cover (9). 

(57) Zusammenfassung: Erzeugung von Isoliergraben in SOLI Ialbleiterscheiben, welche hinausragende Abdeckungen der Isolier- 
graben beseitigt, als ein Verfahren zur Herstellung einer Pro/.ess-Scheibe fur Schaltkreise, in denen Niederspannungselemente und 
Hochspannungselemenle inlegrierl 
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sind wobei Chipbereiche (6,7) unterschiedlicher Potentiate durch dielektrisch isolierende Gebiete (T) voneinander getrennt sind. 
Nach Erzeugung von zwei vertikalen Isolierschichten (4a,4b) und einer horizontal Isolierschicht (4a,4b) wird folgendes vorgenom- 
men Fiillen des Trenngrabens mil einer VerruNsubstanz (5) bis eine tiefste Einsenkung (5c) einer an der Oberflache geb^eten Ver- 
rullsubstanzschicht (5'.5") an ihrer Oberseite iiber einem Niveau der durch die Isolierschichten (4) gebildeten planaren Oberflache 
zu liegen kommt. Erste Planarisierung der Ver full sub stanzschicht (5). Abtragen eines Stocks der Verfunsubstanz im Grabeninneren 
(h7) Abtragen eines Slucks der Isolierschichten (4a,4b,4a,4b) und Uberablragen eines Stucks der Verfullschicht (5*) urn gleiches 
Hohenniveau (hlO) der Schichten (4;4a,4b;5) im Trenngraben zu erreichen. Abscheidung einer Abdeckschich^ welche Uber das 
Niveau der planaren Oberflache (F) hinausragt und nach unten bis zum annahemd gleichen Hohenniveau im Graben reicht. WeHere 
Planarisierung der Decke (9). 



